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Рынок каршеринга в России стремительно развивается [1]. Его рост практически во всех 

регионах достиг своего пика по состоянию на 2019 год. [2] Согласно прогнозам в 

дальнейшем будет наблюдаться незначительное уменьшение количества автомобилей с 

одновременной стабилизацией рынка. [3]. Одной из основных опасностей для участников 

дорожного движения остаются дорожно-транспортные происшествия. Среди ключевых 

причин таких происшествий выделяется состояние алкогольного опьянения у водителей. 

[4]. 

В данной статье описывается процесс разработки алкотестера для каршеринговых 

автомобилей. Разрабатываемое устройство основано на принципе дифференциального 

поглощения в инфракрасном спектре. [5]. Были проанализированы известные спектры 

поглощения алкенов в инфракрасной (ИК) области, подобраны соответствую излучатели 

(инфракрасные диоды), подобраны соответствующе датчики (фотодиоды). [6] Была изучена 

возможность интеграции проектируемого устройства в автомобиль посредством 

использования CAN-шины. Начата разработка макета устройства. 
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